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(57) Abstract: The invention relates to a layer system that filters sun and heat and can be applied to glass by means of a vacuum 
coating process. Said system comprises at least one series of metal layers in addition to a respective series of lower dielectric layers 
that are positioned directly below said assembly and a respective series of upper dielectric layers that are positioned directly above 
said assembly. The aim of the invention is to provide a specific layer system of this type, which can be subjected to a variable thermal 
treatment and which has no visible colour shift whilst conserving its chemical and mechanical stability and to provide a method for 
producing said system. To achieve this, both at least one series of metal layers and one series of upper and lower dielectric layers 
are configured as a sandwich system, whereby one metal layer in the series of metal layers is encapsulated by an upper and a lower 
intermediate layer consisting of the hypostoichiometricaJly nitrided or oxidised metal of the metal layer and the sandwich systems 
of the series of layers contain individual sandwich layers of the stoichiometric and hypostoichiometric oxide or nitride of a metal or 
semiconductor. The oxygen or nitrogen deficit of the sandwich layers that are located within each sandwich system increases towards 
the neighbouring sandwich system and the oxide and nitride layers are produced in a reactive, partially reactive or non-reactive 
vacuum coating process. 
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(57) Zusammenfassung: Der Erfindung, die ein warmebehandelbares und mittels Vakuumbeschichtung auf Glas aufbringbares 
Sonnen- und Warmeschutzschichtsystem, welches zumindest eine Metallschichtanordnung sowie jeweils eine unterhalb davon po- 
sitionierte, angrenzende untere und eine oberhalb davon positionierte, angrenzende obere dielektrische Layeranordnung aufweist 
betrifft, liegt die Aufgabenstellung zugrunde, ein derartiges spezifisches Schichtsystem sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung 
darzustellen, welches variabel warmebehandelbar ist und dabei unter Beibehaltung der chemischen und mechanischen Bestandigkeit 
keine sichtbare Farbverschiebung aufweist. Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelSst, dass sowohl zumindest eine Me- 
tallschichtanordnung als auch eine obere und eine untere dielektrische Layeranordnung als Sandwichsystem ausgefiihrt sind, wobei 
in der Metallschichtanordnung eine Metallschicht von einer oberen und einer unteren Zwischenschicht aus dem unterstSchiomet- 
risch nitridiertem oder oxidiertem Metall der Metallschicht eingebettet ist und die Sandwichsysteme der Layeranordnungen einzelne 
Sandwichschichten des stSchiometrischen und des unterstdchiometrischen Oxids oderNitrids eines Metalls oder Halbleiters aufweist 
und das Sauerstoff- oder Stickstoffdefizit der innerhalb jedes Sandwichsystems angeordneten Sandwichschichten zum benachbarten 
Sandwichsystem hin zunimmt und dass die Oxid- und Nitridschichten in einem reaktiven, teilreaktiven oder nichtreaktiven Vaku- 
umbeschichtungsprozess hergestellt werden. 



